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Тема дисертації:
1. Науково-методологічні засади оцінювання якості й властивостей наноструктур на поверхні
напівпровідників

2. Scientific and methodological basis of assessment the quality and properties of nanostructures on the surface of
semiconductors

Реферат:
1. 1. У дисертаційній роботі вирішено актуальне завдання розробки систем оцінювання якості наноструктур,
сформованих на поверхні напівпровідників. На основі аналізу сучасних методів, засобів та нормативних
документів з контролю якості й методів синтезу наноструктур виділено основні підходи до класифікації,
дослідження та аналізу властивостей наноструктур. На основі принципів системного й процесного підходів
створено узагальнену модель синтезу наноструктур із заданим рівнем якості на поверхні напівпровідників. З
метою забезпечення й поліпшення якості наноструктур встановлено технологічні чинники синтезу та
стабілізації властивостей наноструктур. Визначено узагальнений критерій і розроблено методику
оцінювання якості наноструктур, синтезованих на поверхні напівпровідників, що дозволить здійснювати
порівняння однотипних зразків наноструктур та відповідність їх еталонним. Розроблено алгоритм та
методику оцінювання наноматеріалів за ступенем потенційної небезпеки. Проведено оцінювання



відповідності синтезованих поруватих шарів функціональному призначенню для застосувань у якості
матеріалу фотоелектричних перетворювачів та суперконденсаторів.

2. 3. An urgent problem of developing the systems of evaluating the quality of nanostructures formed on the
surface of semiconductors has been solved in the dissertation. A generalized model for synthesis of nanostructures
with a preset level of quality on the surface of semiconductors based on the principles of process and systems
approaches is created. Based on the developed model, the decomposition of the process "synthesizing
nanostructures of a specified quality level" is carried out. The model for synthesis of nanostructures, on the basis
of which the nomenclature of quality indicators of nanostructures has been determined, is developed. Based on
the experimental research, the work presents that resource and processing factors and the parameters of the
output crystal influence on the quality of nanostructures synthesized on the surface of semiconductors. With the
help of the analysis technique of hierarchies, it is established that electrochemical etching is the most optimal
method for synthesizing nanostructures on the surface of semiconductors. The technique of upgrading the quality
and stabilizing the properties of nanostructures is improved by using surface passivation method for
nanostructures that leads to the chemical inertness and electric inertia of nanomaterial. The main morphological
quality ratings of nanostructures that are formed on the surface of semiconductors are identified. They are:
diameter, density, form factor of nanocrystallites and thickness of a nanostructured layer. The main chemical
quality ratings of nanostructures are determined. They are: the stoichiometry, the homogeneity of the allocation of
elements on the surface, the availability of oxide layers and the chemical stability of synthesized nanostructures.
The correlation between technological factors of synthesis of porous space on the surface of semiconductors and
acquired chemical and morphological characteristics is investigated. It is shown that current density of the
anodizing, the time of etching, the parameters of the output crystal, the composition and electrolyte
concentration affect the quality of nanostructures. A generalized quality criterion of nanostructures that is
presented as the functions of the partial criteria is developed. The generalized criterion is universal. It allows
estimating the quality of different types of nanostructures on the surface of semiconductors. The technique of
estimation of nanomaterials by the degree of potential hazard is developed in order to establish regulations on
safety issues of nanotechnological products. The estimation of conformity of synthesized porous layers to the
functionality for using as a material of photoelectric energy converters and supercapacitors is carried out.
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